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２４８８Ｇｂｉｔ／ｓ０３５μｍＣＭＯＳ时钟和数据恢复电路
王　欢　 王志功 　冯　军　 熊明珍　 章　丽

（东南大学射频与光电集成电路研究所，南京 ２１００９６）

摘要：描述了用于ＳＤＨ光纤通信ＳＴＭ１６速率级的２４８８Ｇｂｉｔ／ｓ时钟和数据恢复电路．该电路采用
基于注入式锁相环和Ｄ触发器的电路结构，在标准的０３５μｍＣＭＯＳ工艺上实现流片．经过测试，
当输入长度为２３１－１的伪随机序列，数据速率为２４８８Ｇｂｉｔ／ｓ时，在误码率为１０－１２的条件下，电路
的灵敏度小于２０ｍＶ．恢复得到的时钟具有２８ｐｓ的均方根相位抖动，在１００ｋＨｚ频偏处的相位噪
声为－１１０ｄＢｃ／Ｈｚ，并具有大于４０ＭＨｚ的捕获范围．５Ｖ电源供电时，电路消耗６８０ｍＷ功率．芯
片面积为１４９ｍｍ×１ｍｍ．
关键词：时钟恢复；数据恢复；锁相环；预处理器
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